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(57) Abstract: The invention relates to a semi-conductor sensor component (20) provided with a cavity housing (1) and a sensor
chip (3) and to a method for the production thereof. The cavity housing (1) comprises an opening (5) which is open towards the
outside (6). The sensor area (4) of the sensor chip (3) is oriented towards said opening (5). The sensor chip (3) is embedded in the
cavity (2) of the cavity housing (1) on all sides in a rubber-elastic material (7).
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Halbleitersensorbauteil (20) mit Hohlraumgehéuse (1) und Sensorchip (3) und
ein Verfahren zur Herstellung desselben. Dabei weist das Hohlraumgehiuse (1) eine Offnung (5) zur Umgebung (6) auf. Der Sensor-
bereich (4) des Sensorchips (3) ist dieser Offnung 5) zugewandt. Der Sensorchip (3) ist in dem Hohlraum (2) des Hohlraumgehiuses
(1) allseitig in eine gummielastische Masse (7) eingebettet.
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Beschreibung

Halbleitersensorbauteil mit Hohlraumgehduse und Sensorchip

und Verfahren zur Herstellung desselben

Die Erfindung betrifft ein Halbleitersensorbauteil mit Hohl-
raumgehduse und Sensorchip und Verfahren zur Herstellung des-

selben.

Ein Halbleitersensorbauteil mit einem Hohlraumgehduse ist aus
der Patentanmeldung DE 10 2004 019 428.9 bekannt. Derartige
Halbleitersensorbauteile haben das Problem, dass der Sensor-
chip in dem Hohlraumgehiuse Uber ein Material mit niedrigem
E-Modul derart durch Kleben fixiert ist, dass Rickwirkungen
der mechanischen Belastungen des starren Hohlraumgehduses,
wie thermische Verspannungen oder Vibrationsbelastungen, auf
den Sensorchip einwirken und die Messergebnisse teilweise
verfilschen. Gegentiber der Umgebung werden derartige Sensor-
chips in dem Hohlraumgehduse durch ein weiches Material ge-
schiitzt, um wenigstens die Oberseite mit dem Sensorbereich
des Halbleitersensorchips vor zusétzlichén Belastungen zu

schitzen.

Die Zuverlissigkeit des Sensorchips hédngt auch von den
Schwankungen der Klebstoffgqualitdt, mit dem der Sensorchip
auf dem Boden des starren Hohlraumgeh&duses befestigt ist, ab,
so dass es teilweise zum Mitschwingen des Sensorchips, insbe-
sondere beim Anbringen von Bonddrdhten kommt. Dadurch sind
fertigungsbedingte Vorschddigungen des Halbleiterchips oder
eine verminderte Bondqualitdt als Folge nicht auszuschlieBen,
was die Zuverldssigkeit des Sensorchips beeintr&chtigt. Dar-
iber hinaus verursachen die unterschiedlichen thermischen

Ausdehnungskoeffizienten der verwendeten Materialien Ausbeu-
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teverluste aufgrund von mechanischen Spannungen im Sensor-

chip.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Halbleiterbauteil mit einem
Hohlraumgehduse und einem Sensorchip sowie ein Verfahren zur
Herstellung derselben anzugeben, so dass zum einen die Aus-
beute bei der Herstellung derartiger Halbleitersensorbauteile
verbessert wird und zum anderen die Zuverldssigkeit derarti-
ger Halbleitersensorbauteile in der t&glichen Messpraxis er-

héht ist.

Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand der unabh&dngigen An-
spriiche gelést. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung

ergeben sich aus den abhdngigen Ansprichen.

ErfindungsgemidB wird ein Halbleitersensorbauteil mit einem
Hohlraumgehduse geschaffen, wobei in dem Hohlraum des Gehau-
ses der Sensorchip angeordnet ist. Dieser Sensorchip weist
einen Sensorbereich auf, der vorzugsweilse auf Druckschwankun-
gen und/oder Temperaturschwankungen reagiert. Dazu weist das
Hohlraumgehduse eine Offnung zur Umgebung auf, um Umgebungs-
parameter auf den empfindlichen Sensorbereich wirken zu las-
sen. Deshalb ist der Sensorbereich dieser Offnung zugewandt.
Der Sensorchip selbst ist in dem Hohlraum des Gehduses all-

seitig in eine gummielastische Masse eingebettet.

Dieses Halbleitersensorbauteil hat den Vorteil, dass der Sen-
sorchip in der ihn vollstdndig umgebenden gummielastischen
Masse mechanisch von dem Hohlraumgehduse entkoppelt ist. Im
Prinzip hédngt der Sensorchip lediglich an Bonddrahten, die
nur wenige Mikrometer dick sind und die zur Ubergabe von
Messsignalen an entsprechende AuBenkontakte des Hohlraumge-

hiuses dienen. Diese Bonddrdhte sind in einen oberen Bereich
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der gummielastischen Masse eingebettet. AuBer dieser Aufhin-
gung in der gummielastischen Masse sind keinerlei mechanische
Stilitzen oder Beriihrungspunkte im Hohlraumgehausé vorgesehen.
Lediglich fur Montage- und Transportzwecke kann der Halblei-
terchip im Hohlraumgehduse in vorteilhafter Weise durch Ein-
fiihren von Abstandsstiften durch den Bodenbereich des Hohl-
raumgehduses in einer bevorzugten Ausfihrungsform der Erfin-

dung gestitzt werden.

Im Prinzip weist die gummielastische Masse zwei Bereiche auf:
einen unteren Bereich unterhalb des Sensorchips, auf dem ein
Halbleiterrahmen des Sensorchips mit seiner Riickseite ange-
ordnet ist, und einen oberen Bereich, in dem die Randseiten
und die Oberseite des Sensorchips mit dem Sensorbereich
selbst eingebettet sind. Diese beiden Bereiche werden ledig-
lich w&hrend der Herstellungsphase unterschieden, um die Fer-
tigung zu vereinfachen. Diese Bereiche sind nach fertigge-
stelltem Halbleitersensorbauteil mit Hohlraumgehduse und Sen-
sorchip in dem Hohlraumgehduse nicht mehr zu unterscheiden,
zumal, wenn das gleiche gummielastische Material filir den un-

teren und den oberen Bereich eingesetzt wird.

Eine Grenzfl&che zwischen dem unteren Bereich und dem oberen
Bereich ist nur dann wahrzunehmen, wenn die gummielastischen
Massen unterschiedliche Elastizitdtskonstanten fiir den unte-
ren und den oberen Bereich des Sensorchips aufweisen oder un-
terschiedliche Einfarbungen besitzen, was flir die Praxis
nicht ausgeschlossen sein soll. In einer weiteren bevorzugten
Ausfihrungsform der Erfindung ist die gummielastische Masse
ein optisch transparentes Elastomer. Die optisch transparen-
ten Elastomere haben den Vorteil, dass auch die Lichtempfind-
lichkeit des Halbleitersensorchips filir bestimmte Messzwecke

eingesetzt werden kann. Sollte jedoch der Sensorchip photoun-
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empfindlich sein, so kénnen auch gummielastische Massen mit
lichtabsorbierenden Partikeln, wie RuBpartikeln, eingesetzt

werden.

Weiterhin ist es vorgesehen, dass die gummielastische Masse
einen Silikongummi aufweist. Derartige Silikongummi haben
sich als Entkopplungsmassen zwischen dem starren Hohlraumge-
hiuse des Halbleitersensorbauteils und dem Sensorchip be-

wahrt.

Weiterhin steht vorzugsweise der Sensorchip liber Bonddrahte,
wie bereits oben erwdhnt, und Uber Durchkontakte durch das
Hohlraumgehduse mit AuBenkontakten des Halbleitersensorbau-
teils elektrisch in Verbindung. Dabei haben die Bonddré&hte
den Vorteil, dass sie mit nur wenigen Mikrometern Durchmesser
ausgeflihrt werden kénnen und somit die mechanische Entkopp-
lung von dem starren Hohlraumgehduse und den starren Durch-
kontakten sowie den AuBenkontakten von dem Sensorchip unter-

stiitzen. -

In einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung
weist das Hohlraumgehiduse einen Boden auf, der seinerseits
Durchgangsdffnungen aufweist. Diese Durchgangsdffnungen sind
derart angeordnet, dass der Sensorchip einerseits fir Trans-
porte und fiir die Montage durch entsprechende Stifte, die
durch die Offnung im Boden des Hohlraumgehduses gefihrt wer-
den, mechanisch gestitzt werden kann. AuBerdem haben diese
Offnungen den Vorteil, dass der Sensorchip beim Bondvorgang,
d.h. bei der Herstellung des Halbleiterbauteils, Utber diese
Offnungen und ilber entsprechende Stiitzen und/oder Abstands-
halter im Bonden mechanisch gestiitzt werden kann, sodass eine
zuverldssige Bondverbindung zwischen Bonddraht und Kontakt-

flachen an der Oberseite des Sensorchips ermdglicht wird.
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In einer weilteren bevorzugten Ausfihrungsform der Erfindung
weist das Hohlraumgeh&duse mindestens einen Boden und Seiten-
widnde auf, die den Hohlraum seitlich begrenzen, wobei aus dem
Boden entfernbare Enden von Abstandshaltern herausragen, die
ein Widerlager fir eine Anordnung und Anbringen von Bonddr&h-
ten auf einem auf den Enden der Abstandshalter positionierten
Sensorchip bilden. Diese Konstruktion des Bodens wird tech-
nisch durch die im Hohlraumboden vorgesehenen Durchgangsdff-
nungen erreicht. Der nach Entfernen der Widerlager fir das
Bonden des Sensorchips freigegebene Sensorchip in der gummi-
elastischen Masse ist mechanisch von dem starren Hohlraumge-
hduse entkoppelt, sodass seine Messwerte durch das starre

Hohlraumgehduse nicht beeintrédchtigt werden.

In einer weiteren Ausfithrungsform der Erfindung sind die Ab-
standshalter Stifte, die durch den Boden hindurch in den
Hohlraum hineinragen. Diese Stifte sind derart dimensioniert,
dass sie exakt den Bereich des Sensorchips stiitzen, der durch
das Bonden am stdrksten belastet wird. Um den Halbleiterchip
auf diesen Abstandshaltern zu fixieren, ist bereits der unte-
re Bereich der gummielastischen Masse auf den Boden aufge-
bracht, so dass der Halbleiterchip mit Hilfe der gummielasti-
schen Masse seitlich gehalten und von unten durch die Ab-

standshalter gestiitzt ist.

Ein Verfahren zur Herstellung eines Halbleitersensors mit ei-
nem Hohlraumgehduse und einem in dem Hohlraum des Gehduses
angeordneten Sensorchip mit Sensorbereich weist die nachfol-
genden Verfahrensschritte auf. Zundchst wird ein Hohlraumge-
hduse mit inneren Leiterbahnen und AuBenkontakten und einem
Hohlraumboden hergestellt, wobeil die inneren Leiterbahnen mit

den AuBenkontakten iiber Durchkontakte oder lber Flachleiter-
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bahnen verbunden sind. Bei dem Herstellen des Hohlraumgeh&u-
ses werden sowohl der Hohlraumboden als auch die den Hohl~-
raumboden umgebenden Seitenwdnde aus einem starren Kunst-

stoffmaterial in einem Spritzgussverfahren hergestellt.

Bei dem Spritzgussvorgang werden gleichzeitig aus dem Hohl-
raumboden herausragende Enden von Abstandshaltern in den
Hohlraumboden eingegossen, wobei Anordnung und GroRe der Ab-
standshalter an die flichige Erstreckung des Halbleiterchips
so angepasst werden, dass die Enden der Abstandhalter Wider-
lager fiir ein Anordnen und Anbringen von Bonddr&hten auf ei-
nem auf den Enden des Abstandshalters zu positionierenden
Halbleiterchip bilden. In diesem Hohlraumgehduse wird dann
zundchst der Boden des Hohlraums mit einer gummielastischen
Masse als ein unterer Bereich so weit aufgefiillt, dass min-
destens die Abstandshalter bis zu ihren Enden von der gummi-

elastischen Masse umhiillt sind.

Danach wird der Sensorchip mit seiner Riickseite auf die Enden
der Abstandshalter unter Fixieren des Sensorchips mit Hilfe
der gummielastischen Masse aufgebracht. AnschlieBend werden
Bonddridhte auf entsprechenden Kontaktfldchen auf der Obersei-
te des Sensorchips gegeniiberliegend zu den Enden der Ab-
standshalter aufgebondet und auf entsprechende Kontaktan-
schlussflidchen von Innenflachleitern des Hohlraumgehduses an-
gebracht. Danach werden Bonddrdhte und der Sensorchip in die
gummielastische Masse dadurch eingebettet, dass ein oberer
Bereich der gummielastischen Masse aufgebracht wird, der so-
wohl die Randseiten des Sensorchips als auch den Sensorbe-
reich des Sensorchips umhitillt. Die Abstandshalter kdnnen dann
aus dem Boden unter Bilden von Durchgangsoffnungen in dem Bo-

den des Hohlraumgehduses entfernt werden.
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Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass die Abstandshalter so
lange den Sensorchip mechanisch stitzen kénnen, wie es fir
das Herstellungsverfahren, beispielsweise im Bondschritt, o-
der flir den Transport und die Montage des Sensorchips an sei~-
nem Einsatzort erforderlich ist. Danach kénnen die Abstands-
halter, wie oben in dem Verfahren beschrieben wird, jederzeit
entfernt werden, um den Sensorchip mechanisch vollstdndig vom
starren Hohlraumgehduse zu entkoppeln, um seine Sensoremp-

findlichkeit und Zuverlé&dssigkeit zu erhéhen.

In einer weiteren bevorzugten Durchfihrung des Herstellungs-
verfahrens des Halbleitersensorbauteils wird zundchst zum
Herstellen eines Hohlraumgehduses mit inneren Leiterbahnen
und AuBenkontakten ein Flachleiterrahmen mit mehreren Geh&u-
sepositionen hergestellt. Mittels Spritzgusstechnik werden
dann die Seitenwd&nde und der Boden mit eingegossenen Ab-
standshaltern in den Gehdusepositionen derart hergestellt,
dass dazu die Abstandshalter vor dem Spritzgiefen in einer
Spritzgussform positioniert werden. Digse Verfahrensvariante
hat den Vorteil, dass keine Bohrungen durch den Geh&useboden
nachtrdglich zum Positionieren der Abstandshalter vorgenommen
werden miissen, sondern dass in einem einzigen Spritzgusspro-
zess sowohl die Aufenkontakte als auch die Innenflachleiter
als auch die fur die Abstandshalterung notwendigen Abstands-
halter s&mtlich bereits in der Spritzgussform vorpositioniert
sind und somit ein Hohlraumgeh&duse ergeben, das nach Fertig-
stellung des Flachleiterrahmens aus diesem herausgestanzt

werden kann.

Bei einer weiteren Ausfiihrungsform der Erfindung weist der
Flachleiterrahmen selbst die Abstandshalter auf, d.h. die Ab-

standshalter sind fest mit dem Flachleiterrahmen verbunden,
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so dass die Abstandshalter nach dem Spritzgussvorgang und
nach dem Positionieren des Sensorchips und seiner Verbindung
zu den Innenflachleitern mit dem Flachleiterrahmen von dem
fertiggestellten Halbleiterbauteil entfernt werden kann. In
diesem Fall entfallt die Mdglichkeit, die Abstandshalter so
lange als Stiitze fiir den Sensorchip im Gehduse zu belassen,
bis dieses Halbleitersensorbauteil an seinem Einsatzort ein-
gesetzt ist. Jedoch besteht die Moglichkeit nach dem Heraus-
nehmen der Abstandshalter aus dem Flachleiterrahmen, dass
Transportabstandshalter in den Hohlraumgeh&useboden einge-

bracht werden.

Vorzugsweise wird das Auffiillen des Bodens in dem Hohlraum
des Hohlraumgehduses sowohl fir den unteren Bereich als auch
fiir den oberen Bereich mit einer gummielastischen Masse mit-
tels einer Dispense-Technik durchgefiihrt. Diese Technik hat
den Vorteil, dass sie &uBerst schonend den Sensorchip mit den
Bonddridhten in eine gummielastische Masse einbettet. Als Ver-
fahren fiir das Anbringen von Bonddrdhten auf Kontaktflachen
des Sensorchips hat sich ein Thermokompressions- oder ein
fhermosonik—Bonden bewdhrt. Das Entfernen der Abstandshalter
kann auch mittels Atztechnik erfolgen, wenn die Moéglichkeit
ausgeschlossen ist, die Abstandshalter ohne Beschddigung des
Sensorchips aus dem Bodenbereich des starren Hohlraumgehduses
zu entfernen. Bei dieser Atztechnik wird die Atzldsung auf
das Metall der Abstandshalter abgestimmt, ohne dass dabei die
AuBenkontakte angedtzt oder die gummielastische Masse besché&-

digt wixrd.

7usammenfassend ist festzustellen, dass mit der vorliegenden
Erfindung in das Geh&duse Stifte eingefiihrt werden, um den
Sensorchip wdhrend der Fertigung des Transports und der Mon-

tage zu stabilisieren. Dadurch kann als Chipklebstoff in vor-
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teilhafter Weise ein extrem weiches gummielastische Material

eingesetzt werden. Der Sensorchip selbst kann wihrend des

Drahtbondens jedoch nicht in Schwingungen geraten, da die

Stifte ihn stiitzen. AbschlieBend kodnnen die Stifte wieder von

dem Gehduse entfernt werden, was davon abhidngig gemacht wer-

den kann, ob dieses noch vor dem Transport und der Montage

geschehen soll oder nicht.

Mit dieser Erfindung wird erreicht, dass

1.

der Chip komplett in ein extrem weiches gummielastisches
Material eingebettet werden kann und somit mechanisch
auch komplett von dem starren Hohlraumgeh&duse entkoppelt

ist.

ein einziges gummielastisches Material sowohl fiir das
Fixieren des Sensorchips auf den Abstandshaltern als

auch zum Einbetten des Sensorchips verwendet wird.

beim Einsatz des Halbleitersensorbauteils auf den Sen-
sorchip und insbesondere auf die Sensormembran im Sen-
sorbereich keine unmittelbaren mechanischen Krifte ein-

wirken.

andererseits durch Stifte bzw. durch Abstandshalter fir
das Drahtbonden die notwendige mechanische Stabilitit

erreicht wird.

die Stifte als Funktion eines definierten Abstandshal-
ters zeitweise im Bauteil verbleiben oder unmittelbar
nach dem Drahtbonden und dem Chipverguss wieder aus dem
Bodenbereich des Hohlraumgehduses entfernt werden koén-

nen;
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6. eine komplette mechanische Entkopplung von vorzugsweise
Drucksensorchips durch das erfindungsgeméBe Konzept fir
die Chipbefestigung wéhrend der Belastungen durch das

Drahtbonden erreicht wird.

Die Erfindung wird nun anhand der beigefiigten Figuren nédher

erldutert.

Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein
Halbleitersensorbauteil gem&B einer ersten Ausfih-

rungsform der Erfindung;

Figuren 2 bis 7 zeigen schematische Querschnitte durch ein
Hohlraumgehduse wihrend unterschiedlicher Herstel-

lungsphasen eines Halbleitersensorbauteils;

Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein

Hohlraumgehduse;

Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt durch das

Hohlraumgehiuse gemi#B Figur 2 nach Einbringen eines

unteren Bereichs einer gummielastischen Masse;

Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch das
Hohlraumgehiuse gemi&B Figur 3 nach Aufbringen eines
Sensorchips auf den unteren Bereich der gummielas-

tischen Masse;

Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt durch das
Hohlraumgehduse gem#B Figur 4 nach einem elektri-
schen Verbinden des Sensorchips mit Innenflachlei-

tern;
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Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt durch das
Hohlraumgehduse gem&R Figur 5 nach Aufbringen eines

oberen Bereichs einer gummielastischen Masse;

Figur 7 zelgt einen schematischen Querschnitt durch das
Hohlraumgehduse gem&R Figur 6 nach Entfernen von
Abstandshaltern aus dem Bodenbereich des Hohlraum-

gehduses.

Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Halb-
leitersensorbauteil 20 gemdl einer Ausfihrungsform der Erfin-
dung. Das Halbleitersensorbauteil 20 weist ein Hohlraumgehdu-
se 1 auf. Der Hohlraum 2 des Hohlraumgeh&uses 1 ist, wie Fi-
gur 1 zeigt, nach oben offen. Diese Offnung 5 ermtglicht dem
Halbleitersensorbauteil 20, eine physische Verbindung zu der
Umgebung 6 aufrecht zu erhalten. Deshalb ist der Sensorbe-
reich 4 eines Sensorchips 3, der in dem Hohlraum 2 des Hohl-
raumgehduses 1 angeordnet ist, dieser Offnung 5 zugewandt. In
dem Hohlraum 2 des Hohlraumgehduses 1 ist dieser Sensorchip 3

allseitig in eine gummielastische Masse 7 eingebettet.

Durch die Konstruktion dieses Halbleitersensorbauteils 20
wird mechanisch das starre Hohlraumgeh&duse 1 von dem Sensor-
chip 3 durch das Einbetten des Sensorchips 3 in eine allsei-
tig umgebende gummielastische Masse 7 entkoppelt. Somit kodn-
nen die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der unter-
schiedlichen Materialien des Hohlraumgehduses 1, der elektri-
schen Zuleitungen und des Sensorchips 1 nicht zu thermischen
Verspannungen fiihren, da diese unterschiedlichen Ausdehnungen
bei thermischen Belastungen von der gummielastischen Masse 7
ausgeglichen bzw. nicht auf den Sensorchip lbertragen werden.
Auch Vibrationsbelastungen flir das starre Hohlraumgehduse 1

kénnen sich nur bedingt bzw. stark gedampft auf den Sensor-
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chip auswirken. Somit ergibt sich eine h&here Zuverlassigkeit
dieses Halbleitersensorbauteils 20 gegeniiber herkémmlichen

Halbleitersensorbauteilen.

Die gummielastische Masse 7 ist in Figur 1 einheitlich ge-
kennzeichnet, jedoch besteht sie aus zwel Bereichen. Ein un-
terer Bereich 8 ist hauptsdchlich unterhalb des Senéorchips 3
angeordnet und deckt die Riickseite 10 des Sensorchips ab. Ein
oberer Bereich 9 der gummielastischen Masse 7 ist hauptséach-
lich auf der Oberseite 13 des Sensorchips 3 angeordnet und
bedeckt teilweise die Randseiten 11 und 12 des Sensorchips
und bettet Bonddrahte 14, an denen der Sensorchip mit seinen

Kontaktflichen 24 hingt, in die gummielastische Masse 7 ein.

Ein Sensorbereich 4 ist zentral in der Mitte des Sensorchips
3 angeordnet, wdhrend auf den Randbereichen des Sensorchips
die Bonddrahte 14 enden. Die Bonddrdhte 14 weisen einen Quer-
schnitt auf, der nur wenige Mikrometer in seinem Radius be-

tragt, so dass die Bonddrdhte selbst die einzige mechanische

und elektrische Verbindung zu dem starren Hohlraumgehduse 1

darstellen. Dazu sind die Bonddrihte 14 auf innere Flachlei-
terbahnen 23 aufgebondet, so dass Messsignale von dem Sensor-
chip 3 tber die Bonddr&hte 14 zu den inneren Flachleiterbah-
nen 23 und von dort iiber Durchkontakte 15 zu AuBenkontakten

16 geleitet werden kodnnen.

Der Boden 17 des Hohlraumgehduses 1 weist Durchgangsdffnungen
18 auf, die sich auch durch den unteren Bereich 8 der gummi-
elastischen Masse 7 erstrecken. In diese Durchgangsdffnungen
18 kénnen fir Transport und Montage Abstandshalter einge-
bracht werden, um die Lage des Sensorchips bei Transport und
Montage zu gewdhrleisten. Erst nach erfolgter Montage im

Einsatzbereich des Halbleitersensorbauteils 20 kdnnen dann
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diese Abstandshalter unter Freigabe des Sensorchips aus dem
Boden 17 des Hohlraumgehduses 1 entfernt werden. In dieser
Ausfihrungsform der Erfindung ist der Boden 17 von Seitenwdn-
den 19, durch welche die Durchkontakte 15 die Signale nach

auBen zu den AuBenkontakten 16 fiihren, umgeben.

Die Figuren 2 bis 7 zeigen schematische Querschnitte durch
ein Hohlraumgehiuse 1 wdhrend unterschiedlicher Herstellungs-
phasen eines Halbleitersensorbauteils 20. Komponenten mit
gleichen Funktionen wie in Figur 1 werden mit gleichen Be-
zugszeichen gekennzeichnet und in den nachfolgenden Figuren 2

bis 7 nicht extra erdrtert.

Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Hohl-
raumgehduse 1. Das Hohlraumgehduse 1 ist aus einer Kunst-
stoffgehiusemasse 27 aufgebaut und weist einen Boden 17 und
den Boden 17 umgebende Seitenwdnde 19 auf,Ain denen Flachlei-
ter 25 verankert sind. Diese Flachleiter 25 sind Teil eines
Flachleiterrahmens, der mehrere Hohlraumgehdusepositionen
aufweist. In jeder der Hohlraumgeh&dusepositionen wird mit
Hilfe eines Spritzgussverfahrens eiﬁ derartiges Hohlraumge-
hiuse 1 eingeformt. Das hier vorliegende Hohlraumgehduse 1
weist im Hohlraumboden 17 eingegossene Abstandshalter 22 auf,
die hier die Form von Stiften mit spitz zulaufenden Enden 21
der Abstandshalter 22 aufweisen. Diese Abstandshalter 22 wer-
den ih dem Hohlraumboden so angeordnet, dass ihre Enden 21
iber das Niveau des Hohlraumbodens in den Hohlraum 2 hinein-
ragen und in der Lage sind, einen Sensorchip 3 beim Bonden,
beim Transport und/oder bei der Montage zu stiitzen und auf
Abstand zu halten. An den Seitenwédnden 19 befinden sich im
Bodenbereich innere Leiterbahnen 23, die im Hohlraum in be-

schichtete Bondfldchen 26 iibergehen. Diese Bondfldchen 26
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sind iUber Durchkontakte 15 mit den AuBenkontakten 16 elekt-

risch wverbunden.

Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt durch das Hohl-
raumgehiduse 1 gemdB Figur 2 nach Einbringen eines unteren Be-
reichs der gummielastischen Masse 7. Dabeil wird die gummi-

elastische Masse 7 in einem z&h viskosen Zustand gehalten, so
dass ein Sensorchip in den unteren Bereich 8 der gummielasti-
schen Masse 7 eingeformt werden kann, bis er die Enden 21 der

Abstandshalter 22 berilihrt.

Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch das Hohl-
raumgehiduse 1 gemiB Figur 3 nach Aufbringen eines Sensorchips
3 auf den unteren Bereich 8 der gummielastischen Masse 7. Da-
bei liegt die Riickseite 10 des Sensorchips 3 haftschlissig
auf den Enden 21 der Abstandshalter 22, die im Boden 17 des
Hohlraumgehduses 1 angeordnet sind, auf. Durch die zu den
Randseiten 11 und 12 hin verdridngte gummielastische Masse 7
wird der Sensorchip 3 auch in den horizontalen Raumrichtungen
fixiert, so dass ein sicheres Bonden von Bonddrdhten auf den

Kontaktfldchen 24 des Sensorchips 3 méglich ist.

Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt durch das Hohl-
raumgehduse 1 gemiB Figur 4 nach einem elektrischen Verbinden
des Sensorchips mit Innenflachleitern 25. Dazu werden die
Bonddr&dhte 14 mit einem Bondstichel auf den Kontaktfldchen 24
des Sensorchips 3 gebondet und anschlieBend werden die Bond-
drahte 14 auf den Bondfldchen 26 der Flachleiter 25 in dem
Hohlraumgehiuse 1 angebracht. Beim Bonden, das eine Belastung
fiir den Sensorchip 3 darstellt, wird durch die Abstandshalter
22, die aus dem Boden 17 des Hohlraumgeh&uses 1 herausragen,

der Sensorchip 3 derart gestiitzt, dass zuverl&dssige Bondver-—
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bindungen zwischen den Kontaktflachen 24 des Sensorchips 3

und den Bonddridhten 14 entstehen.

Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt durch das Hohl-
raumgehiuse 1 gemdB Figur 5 nach Aufbringen des oberen Be-
reichs 9 einer gummielastischen Masse 7. Dabei werden die
Bonddrihte 14, die Randseiten 11 und 12 des Halbleiterchips 3
und die Oberseite 13 des Halbleiterchips 3 in die gummielas-
tische Masse 7 eingebettet. Somit ist nun der Sensorchip 3
vollstindig von einer gummielastischen Masse umgeben, ledig-
lich die Abstandshalter 22 sorgen fiir eine mechanische Kopp-
lung zum starren Hohlraumgehduse 1. Diese Kopplung kann bei-
behalten werden, bis der Transport und die Montage des Halb-
leitersensorbauteils 20 abgeschlossen ist. Danach koénnen die

Abstandshalter 22 von dem Boden 17 entfernt werden.

Figur 7 zeigt einen schematischen Querschnitt durch das Hohl-
raumgehduse 1 gemdh Figur 6 nach Entfernen der Abstandhalter
22 aus dem Boden 17 des Hohlraumgehduses 1. Damit entspricht
nun der schematische Querschnitt durch dieses Halbleiterbau-
teil 20 der Figur 7 dem schematischén Querschnitt, der in Fi-

gur 1 bereits gezeigt wird.
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Patentanspriche

1.

Halbleitersensorbauteil mit einem Hohlraumgehduse (1)
und einem in dem Hohlraum (2) des Gehduses (1) angeord-
neten Sensorchip (3) mit Sensorbereich (4), wobei das
Hohlraumgeh&use (1) eine Offnung (5) zur Umgebung (6)
aufweist, und der Sensorbereich (4) der Offnung (6) zu-
gewandt ist, und wobei der Sensorchip (3) in dem Hohl-
raum (2) des Gehiuses (1) allseitig in eine gummielasti-

sche Masse (7) eingebettet ist.

Halbleitersensorbauteil nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

die gummielastische Masse (7) zwel Bereiche (8, 9) auf-
weist, einen unteren Bereich (8) unterhalb des Sensor-
chips (3), auf dem die Ruckseite (10) des Sensorchips
(3) angeordnet ist und einen oberen Bereich (9), in den
die Randseiten (11, 12) und die Oberseite (13) des Sen-

sorchips (3) mit dem Sensorbereich (4) eingebettet ist.

Halbleitersensorbauteil nach Anspruch 1 Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die gummielastische Masse (7) ein optisch transparentes

Elastomer aufweist.

Halbleitersensorbauteil nach einem der vorhergehenden

Ansprlche,
dadurch gekennzeichnet, dass

die gummielastische Masse (7) Silikongummi aufweist.

Halbleitersensorbauteil nach einem der vorhergehenden
Anspriiche,

dadurch gekeﬁnzeichnet, dass
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der Sensorchip (3) iber Bonddrédhte (14) und Durchkontak-
te (15) durch das Hohlraumgehduse (1) mit AuBenkontakten
(16) des Halbleitersensorbauteils (20) elektrisch in

Verbindung steht.

Halbleitersensorbauteil nach einem der vorhergehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Hohlraumgehiuse (1) einen Boden (17) aufweist, der

seinerseits Durchgangsdffnungen (18) aufweist.

Hohlraumgehduse fiir ein Halbleitersensorbauteil nach ei-
nem der Anspriche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Hohlraumgeh&use (1) mindestens einen Boden (17) und

Seitenwdnde (19) aufweist, die den Hohlraum (2) begren-

zen, wobei aus dem Boden (17) entfernbare Enden (21) von
Abstandshalter (22) herausragen, die ein Widerlager fur

ein Anordnen und Anbringen von Bonddrdhten (14) auf ei-

nem auf den Enden (21) der Ab;tandshalter (22) positio-

nierten Sensorchip (3) bilden.

Halbleitersensorbauteil nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Abstandshalter (22) Stifte sind, die durch den Boden

(17) hindurch in den Hohlraum (2) ragen.

Halbleitersensorbauteil nach Anspruch 7 oder Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass

die aus dem Boden (17) herausragenden Enden (21) der Ab-
standshalter (22) von der gummielastische Masse (7) um-

hiillt sind.
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Verfahren zur Herstellung eines Halbleitersensorbauteils
(20) mit einem Hohlraumgehduse (1) und einem in dem
Hohlraum (2) des Gehduses (1) angeordneten Sensorchip
(3) mit Sensorbereich (4), wobei das Verfahren folgende
Verfahrensschritte aufweist:

- Herstellen eines Hohlraumgeh&duses (1) mit inneren
Leiterbahnen (23) und AuBenkontakten (16) und einem
Hohlraumboden (17), sowie den Hohlraumboden (17)
umgebenden Seitenwd&nden (19) und aus dem Hohlraum-
boden (17) herausragenden Enden (21) wvon Abstands-
haltern (22), wobei Anordnung und Grobe der Ab—
standhalter (22) an die flachige Erstreckung der
Rickseite (10) eines Sensorchips (3) so angepasst
werden, dass die Enden (21) der Abstandshalter (22)
Widerlager fiir ein Anordnen und Anbringen von Bond-
dridhten (14) auf einem auf den Enden (21) der Ab-
standshalter (22) positionierten Sensorchip (3)
bilden;

- Auffillen des Bodens (17) des Hohlraums (2) des
Hohlraumgehduses (1) mit einer gummielastischen
Masse (7) mindestens bis zu den Enden (21) der Ab-
standhalter (22):

- Aufbringen eines Sensorchips (3) mit seiner Rick-
seite (10) auf die Enden (21) der Abstandshalter
(22) unter Fixieren des Sensorchips (3) auf der
gummielastischen Masse (7);

- Anbringen von Bonddrdhten (14) auf Kontaktflé&chen
(24) des Sensorchips (3):

- Einbetten der Bonddridhte (14) und des Sensorchips
(3) in die gummielastische Masse (7);.

- Entfernen der Abstandshalter (22) aus dem Boden
(17) unter Bilden von Durchgangséffnungen (18) im

Boden (17) des Hohlraumgeh&uses (1).
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Verfahren nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet, dass

zum Herstellen eines Hohlraumgehiuses (1) mit inneren
Leiterbahnen (23) und AuBenkontakten (16) zundchst ein
Flachleiterrahmen mit mehreren Geh&usepositionen herge-
stellt wird, wobei mittels Spritzgusstechnik die Seiten-
wande (19) und der Boden (17) mit eingegossenen Abstand-
haltern (22) in den Gehiusepositionen hergestellt werden
und dazu die Abstandhalter (22) vor dem SpritzgieRen in

einer Spritzgussform positioniert werden.

Verfahren nach Anspruch 10 oder Anspruch 11,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Flachleiterrahmen die Abstandshalter (22) aufweist,
die nach dem Spritzgussvorgang mit dem Flachleiterrahmen
von den fertiggestellten Halbleitersensorbauteileﬁ (20)

entfernt werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnét, dass

das Auffiillen des Bodens (17) des Hohlraums des Hohl-
raumgehduses (1) mit einer gummielastischen Masse (7)

mittels Dispenstechnik erfolgt.

Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass

das Anbringen von Bonddrdhten (14) auf Kontaktfldchen
(24) des Sensorchips (3) mittels Thermokompressions- o-

der Thermosonicbonden erfolgt.
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Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass

das Entfernen der Abstandshalter (22) mittels Atztechnik
erfolgt.
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